New gzuay Semi-Conductor Produdts, Dhe.

TELEPHONE: (973) 376-2922
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SPRINGFIELD, NEW JERSEY 07081 (212) 227-6005
US.A. , FAX: (973) 376-8960

Doubles transistors PNP silicium * 2N 3350
Planar épitaxiaux *2N 3351

Dual PNP silicon transistors *2N 3352

Epitaxial planar

- Amplification différentielle
Differential amplification

- Transistors complémentaires

aux 2N 2642 a 2N 26844 Veeo —45 V
Compl ntary transistors i -
of 2N 2642 to 2N 2644 ¢ 30 mA

hyqg (10 uA) 100 - 300
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Valeurs limites absolues d'utilisation & tamp=25°C

Absolute ratings (limiting values) ( Sauf indications contraires )
{Unless otherwise spocified)

Prrpitre
Poramersr
Tension collecteur-base
| Collector-base voitage VCBO —60
Tension collecteur-émetteur
Collector-emitter voltage Veeo —45
Tension émetteur-base
Emitter-base voltage Veso -6 v
Courant colfecteur .
Collector current C —30 mA
1 élément (1) 03
Tamb * 25°C W
Dissipation de puissance 2 éléments (2} P 0.6
Power dissipation T e _—— tot ¥
_ men 6
tease = 2%Bec 7 w
2 diéments (4) 1,2
Température ds jonction :
Junc?lin umptnjnun max. t’ 175 o
Température de stockage min. —65
Smr-pgl tempersture 9 max tﬂg oC
¥ +200

NJ Semi-Conducton reserves the right tn chanye lest conditions. pusameter limits and packuge Jdimensions withowt notice
Informution lagmished by NI Semi-C unductors is believed to he hoth uccuraie and reliable .t ihe time of guing 1o press. However )
Temi-Conduetons issunmes o respunsibility for any crrors o omissions Jiscovered i its use N Semi-C onduchurs encourives
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2N 3350 *
2N 3351 *
2N 3352+

Caractéristiques générales a tamp = 25°C

General characteristics { Sauf indications contraires)

{Unless otherwise specified)

Caractéristiques D’ appariement
Mstching characteristics

Peramitis M
-
Condition d'appariement du rapport o =—10pA 2N 3350 211 09 1
de transfert direct du courant Vae=—5V 2N 3361 haqe2 08 1
Static forward current transter ratio balance CE 2N 3352 (nowet) | OB 1
I~ =—touA |2N3350 5
Tension différentielle base-émetteur C a 2N 3351 Vae1 Vaes 10 Vv
8 itter voitage dif / Veg=-5V m
2N 3352 20
g =—10pA | 2N 3350 08
Veg=—5dV 2N 3351 1,8
Coefficient de température de la tension | .55°C«t, Y Tav__ .-
différentielle base.smetteur s amirS+25°C | 2N 3352 | AV a1 Veez 32 | viee
8ase-emitter voltage differential |C =—10 uA 2N 3350 A, ]
temperature gradient VCE-_S v 2N 3351 2
+26°C tam bt 125°C | 2N 3352 4
Note 1 : h21g1 est le plus petit des deux h21E mesurés,
The lowest hp3g reading is taken as hp1c7
Caractéristiques statiques pour chaque transistor élémentaire
Static characteristics for each slementary transistor
I =0
ey —10 | nA
Courant résiduel collecteur-base - g = [+) lceo
Cuollector-base cut-off current
Veg = 8V —10] uA
tompy = 150°C
. 1 =0
Courant résiduel émetteur-base C .
Emitter-base cut-off current Veg = 8V leBo 2 nA
. ] = ()
Tension de claquage collecteur-base £ nA
Cauccear-bouagr:ﬁdown voltage Ic = —10uA V(BR)CBO —60
R ) =0
Tension de claquage collecteur-émette B
Callocror-'miggnabggoakdawn voltage ur lc = -10mA V(BR‘CE& —45 v
. ] = Q
Tension de claquage émetteur-base \Z -
Emiteer-base :‘r]n?deawn voltage 'E = —10 uA (BRIEBO 6 v
| = ~10 uA
¢ H 300
Valeur statique du rapport du transfert Veg = 5V h 100
direct du courant ] TmA NME
Static forward current transter ratio c = ~tm 150
Veg = 5V
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*2N 3350
*2N 3351
*2N 3352

Caractéristiques générales a tamp = 25°C
General characteristics

Caractéristiques statiques pour chaque transistor élémentaire
Static characteristics for sach slementary transistor

Min ! Typ. | Max,
Min | Tys. | Mor.
Tension base-ématteur lc = —10 mA 09! v
Base-emitter voitage VCE = 5V VBE .
Tension de saturation coliecteur-émetteur | lp = ~10mA v
Col, -amitter saturat g IB =~ —0,5mA CEsat 0.5 \v
Caractéristiques dynamiques (pour petits signaux)
Dynamic characteristics (for small signais}
f = 1kHz
Rapport de transfert direct du courant = -
Fa?wpgrd current trnuf‘or rn/g Y ' 1mA h21e 150 600
Veg = -5V
f = 1 kHz
Impédance d'entrée - —
Inpelétdlmpndunu |C 1mA hy1e 37 20 kQ
Veg = <5V
Ad 4 i f = 1kHz
mittance de sortie
Output sdmittance lg = -1mA haoe 100 | uS
VCE = -5V
'C = -1 mA
Fréquence de transition =
T:fglltlun frequency Vee 5V f"' €0 MHz
f = 30 NHz
\' = -5V
Capacité de sortie ce
Ou‘::?n capacitance lE =0 c22b 6 pF
f = 1MHz
Vgg = —05V
Capacité dentrée ic =0 C11p 8 | oF
input capacitance N = 1 MHz
e = -10 A
;atl:uu; de bruit Ve = 5V E
aise figure RG = 10 k$2 4 dB
B = 15.7 kHz
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